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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成27年8月20日(2015.8.20)

【公開番号】特開2015-41403(P2015-41403A)
【公開日】平成27年3月2日(2015.3.2)
【年通号数】公開・登録公報2015-014
【出願番号】特願2014-170690(P2014-170690)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/39     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ    5/39     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月7日(2015.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロストラック容易軸異方性を有する自由層（ＦＬ）を含むセンサースタックを備える
、装置。
【請求項２】
　センサースタックと、
　クロストラック方向に前記センサースタックの周りに位置する永久磁石（ＰＭ）および
側面シールドのうちの少なくとも１つとを備え、 
　前記センサースタックの自由層（ＦＬ）はクロストラック異方性層を含む、装置。
【請求項３】
　前記クロストラック異方性が、永久磁石（ＰＭ）および側面シールドのうちの少なくと
も１つからの前記ＦＬの静磁バイアスを部分的に置換する、クロストラック異方性場を生
成する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記クロストラック異方性が、クロストラック方向に沿って双方向性である、請求項１
から請求項３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　データ記憶システムであって、
　クロストラック容易軸異方性を備える自由層（ＦＬ）を有するセンサースタックと、
　磁気媒体とを備え、前記磁気媒体の磁場は、前記センサースタックの空気軸受表面（Ａ
ＢＳ）に直交する方向で前記ＦＬの磁気モーメントへトルクをもたらす、データ記憶シス
テム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　磁気媒体からの場が増加すると、電圧信号が増加し、その逆もまた起こる。しかしなが
ら、センサーに適用される磁場の振幅とセンサーによって生成される電圧信号の振幅との
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間の関係性は、線形ではない。言い換えると、磁場の振幅が、電圧信号の振幅に対してプ
ロットされる場合、グラフの少なくともいくつかの部分において（一般的に高い磁場信号
の振幅で）は、磁場の振幅と電圧信号の振幅との間の関係性は、非線形になる。かかる非
線形の関係性は、信号歪および非対称のシグマにおいて増加を生み得、信号対雑音比（Ｓ
ＮＲ）の減少を生じ得る。さらに、かかる非線形性はまた、媒体からのデータを読み取る
ために使用されることができる電圧信号の振幅を制限する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　磁気ディスク１０２からデータを読み取るように、ディスク１０２のトラック１１４の
遷移が、磁場を発生させる。読み取りセンサーが遷移を過越すると、遷移の磁場は、読み
取りセンサーの抵抗を変調する。読み取りセンサーの抵抗の変化は、センス電流を読み取
りセンサーに通過させ、次いで、読み取りセンサー全体の両端の電圧の変化を測定するこ
とによって検出される。生じる抵抗に基づく信号は、ディスク１０２のトラック１１４上
に符号化されるデータを復元するように使用される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　図１はまた、読み取りセンサーがトランスデューサヘッド１０４上に位置し得る、読み
取りセンサーのセンサースタック１３０の部分的な断面の構成の拡大された図を示す。セ
ンサースタック１３０は、センサースタック１３０の上部（ダウントラック方向に）に位
置するＦＬ１３２を含むように示される。ＦＬ１３２は、トンネル障壁１４０によってＲ
Ｌ１３４から分離される。ＲＬ１３４は、ＰＬ１３６の上部に位置し、ルテニウム（Ｒｕ
）層１４２によってＰＬ１３６から分離される。センサースタック１３０の底部は、ＡＦ
Ｍ層１３８を含む。ＲＬ１３４、ＰＬ１３６、およびＲｕ層１４２の組み合わせはまた、
ＳＡＦ構造としても称される。センサースタック１３０の種々の層は、センサースタック
１３０のＡＢＳ層１４４に関連して開示される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　ＦＬ１３２はまた、ＡＢＳ１５４に関連してグラフ表示１５０を介して示される。具体
的には、表示１５０は、ＦＬ１５２のクロストラック図を開示する。トランスデューサヘ
ッド１０４が媒体上で移動するにつれ、ＦＬ１５２は、いくつかの異なる磁場およびそれ
らから生じるトルクによって影響される。例えば、ＦＬ１５２が、磁気媒体上の情報の記
録されたビットの付近にくると、媒体場１６０は、ＦＬ１５２に影響する。垂直記録を有
する磁気媒体にとって、媒体場１６０は、ＡＢＳに直交する。さらに、ＦＬ１５２は、ク
ロストラック方向に永久磁石（ＰＭ）の間または側面シールド（図示されず）の間に位置
する。かかるＰＭまたは側面シールドは、ＰＭバイアス１６４を提供する。ＰＭバイアス
１６４は、概して、ＡＢＳに一方向性であり垂直である。
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